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В настоящей работе исследуются гетероструктуры 
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 II типа, в которых напряженный слой 
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 образует на зонной диаграмме довольно глубокую потенциальную яму для дырок и невысокий барьер для электронов, высота которого растет с увеличением содержания германия 
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. В работе моделируется поведение волновых функций носителей заряда при изменении параметров барьера. При этом используется модель движения частиц в поле кулоновского потенциала, предложенная в [1]. Модель состоит из двухчастичного уравнения Шрёдингера:
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где
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Здесь 
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- волновая функция экситона, 
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- собственное значение энергии, 
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- приведенная постоянная Планка; 
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- масса электрона, 
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, являются соответственно массами электронов и дырок  поперек слоя, аналогично 
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- массы вдоль слоя. В свою очередь 
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U

= -72 мэВ (для содержания германия в 10% или, что то же самое, для 
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- варьируемая (обычно в пределах 0-50 мэВ) величина.
Для решения системы строится разностная схема с первым порядком точности по всем шагам трёхмерной сетки, после чего для нахождения старшего собственного значения энергии используется метод обратных итераций со сдвигом, описанный в [2] .
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	Рис. 1. Характерный вид волновой функции


Численная реализация модели, позволила получить распределение волновых функций экситонов, которое хорошо согласуется с экспериментальными данными, а также на её основе  впервые были получены значения энергий связи экситонов для данных структур.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-02-00986 .
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